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グラフェンは炭素原子の六員環からなる物質で，高いキャリア移動度[1]と 2 次元構造から，ナ

ノエレクトロニクス材料として期待されている．また，グラフェンと似た構造を持つ 2 次元物質

である六方晶窒化ホウ素 (hexagonal Boron Nitride, h-BN) は，表面にダングリングボンドを持たな

い絶縁材料であり，グラフェンやそのほかの 2 次元物質の物性を保護するための基板や保護膜と

しての利用が期待されている[2, 3]．しかし一般に単層 h-BN は金属基板上での化学気相成長

(Chemical Vapor Deposition, CVD)により合成されるが，デバイス応用にはウェットプロセスによる

転写を必要とし，合成された 2次元物質の物性が低下することが報告されている[4]．以上の理由

から触媒となる金属基板を用いず直接 h-BN を合成する技術が必要とされている．触媒金属なし

での h-BN の直接合成の報告はいくつかあるが，多結晶[5]や数十層[6]のものに限られる．本研究

では，金属触媒を用いずに剥離グラファイト上で単層 h-BN単結晶を合成することを目的とした． 

Si/SiO2基板上にグラファイトを機械的剥離法[7]で転写した後に空気中で 500Cに加熱して不純

物を除去し，h-BNの CVD 合成の基板とした．CVD 合成は温度 1100C，Ar/H2雰囲気下でアンモ

ニアボラン(NH3BH3)を原料として行った．合成後の h-BN/グラファイトは走査型電子顕微鏡(SEM)，

原子間力顕微鏡(AFM)，ラマン分光法を用いて観察・分析を行った．グラファイト上に合成され

た h-BNの SEM像を Fig. 1 (a) に示す．三角形状の h-BN 単結晶が合成されており，配向性がある

ことも確認できる．Figure 1 (b) はグラファイト上に合成された h-BNの AFM 像であり，Fig. 1 (c) 

は Fig. 1 (b) 内の黒い線に沿った高さプロファイルである．ステップの高さが 0.4 nmであること

から，合成された h-BNは単層であることが確認できた． 

 

Fig. 1 (a) SEM image of h-BN on graphite. (b) AFM image of h-BN on graphite. (c) Height profile along 

the black line in Fig. 1 (b). 
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